技术领域及背景

技术领域

        本发明属于材料科学与技术领域，涉及到晶体生长科学与技术，尤其是用

菱镁矿石生长氧化镁晶体的方法。

        背景技术

        氧化镁晶体现已应用到许多高科技领域，如高温超导器件的薄膜生长基片、半导体材料的衬底驻基片、等离子显示器保护膜、高温高精度光学材料和高温坩埚材料等。在高温超导领域氧化镁晶体作为薄膜生长基片和半导体材料的衬底驻基片同其它材料相比(如砷化镓、金刚石、白蓝宝石等)，具有明显的价格优势，其价格比用其它材料低四倍左右，且性能较好。目前世界上许多国家(法国、德国、美国、日本等)都在做这方面的研究。以海水镁为原料生长的氧化镁晶体已经获得某些高科技领域的应用，但是用海水镁生长的氧化镁晶体中常常含有钠、钾等卤族元素，色泽偏黄、偏绿或偏蓝等，其性能和功能也大大降低。

        天然菱镁矿石中没有钠、钾等卤族元素杂质，用天然菱镁矿石生长的氧化镁晶体象水晶一样晶莹剔透(如图1、图2和图3所示)，其性能和功能也大大提高，应用领域更为广阔。由于我国菱镁矿石储量具有资源优势，但进出口的状况是低价出口氧化镁的低端初级产品，高价进口氧化镁的高端产品，氧化镁晶体属于氧化镁高端产品中的高级产品，科技含量高，附加值大，对我国特有的天然菱镁矿资源优势的最大化利用有着十分重大的意义。

